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简介: 太赫兹波吸收器在隐身、探测和通讯等领域有良好

的应用前景，是近些年的研究热点。利用石墨烯独特的物
理特性，设计了一种可用磁场和电压动态调控的金属盘阵
列-石墨烯太赫兹吸收器。吸收峰的频率可以通过磁场或
栅压进行实时动态调节。

计算方法: 使用COMSOL射频模块中的电磁波,频域功能。

方程为：

建立的模型如图2所示。金圆盘半径6um，厚度50nm。
金盘下面为整片连续的单层石墨烯，石墨烯下层为1um厚
的MgF2介质层，最下层为50nm厚的连续金膜，周期阵列的
晶格常数为20um。模型的侧面设置为周期边界条件。
端口处为太赫兹波的输入和反馈端。

结果:不加磁场时，器件吸收的峰位同费米能级有

关，当费米能级从0.1eV增加到0.3eV，吸收峰的频
率发生蓝移，吸收率稍有下降,如图3所示。如果不
加石墨烯，器件吸收峰的频率会更低。

当加了10T磁场后，除了原有的吸收峰之外，
又出现了新的吸收峰，随着石墨烯费米能级的增
加，新吸收峰的位置向低频移动，如图4所示。在
固定的费米能级下，新的吸收峰还会随着磁场的增
强发生蓝移。因此我们可以通过栅压和磁场来动态
调控吸收器的性能。

结论: 通过COMSOL的建模和仿真，我们设计了一种能够

通过电压和磁场双重方式动态调控性能的石墨烯太赫
兹吸收器。本研究对高性能，可调节微型太赫兹吸收
器的设计、制备和应用具有一定的借鉴意义。
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图 3.无石墨烯时和石墨烯费米能级分别为

0.1eV,0.2eV,0.3eV时反射谱的对比

图 4. 加10T磁场后，费米能级分别为

0.1eV,0.2eV,0.3eV时反射谱的对比

图 2.太赫兹吸收器的COMSOL模型和网格划分
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图 1. 太赫兹吸收器结构示意图
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